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Al1-xInxN 混晶は In 組成 17%近傍で GaN と a 軸格子整合し、これまでに導電性 Al0.82In0.18N /GaN

分布ブラッグ反射鏡を搭載した面発光レーザー(VCSEL)の室温連続発振が報告されている 1)。

VCSEL 等の光素子応用の他、現在我々が取り組んでいる Al1-xInxN 混晶薄膜の基礎吸収端以下の

吸収係数解析に対し、バンド端近傍の正確な光学定数およびバンドギャップ(Eg)の決定は重要であ

る。これまで我々は、ウルツ鉱型結晶の解析に使用される Adachi’s Critical Point (AC)モデルと、従

来多く報告のある 2,3) Tauc-Lorentz(T-L)モデルを用いて c 面自立 GaN 基板上 Al1-xInxN 混晶を解析

し、AC モデルで良好なフィッティング結果が得られること、また T-Lモデルから Eg
 を決定する

場合、Egは Taucプロットの解析範囲に強く依存することを報告した 4,5)。今回我々は GaN/Sapphire

テンプレート上 Al1-xInxN混晶 (x = 0.117, 0.155, 0.183. 膜厚 300nm)に対し、AC モデルを用いて解

析を行った。そして、得られた Egについて、Al1-xInxN 混晶で良く使用される Eg決定方法である励

起フォトルミネッセンス(PLE)および反射測定(OR)から見積もった Egと比較、検討を行った。 

図 1(a)(b)に x = 0.155 の SE フィッティング結果と屈折率・消衰係数をそれぞれ示す。SE 解析で

は良好なフィッティング結果が得られ、AC モデルより得た光学定数は文献値と良い一致を示し

ており、サファイア基板上の試料においても ACモデルが適用できることが示された。また、AC

モデルで得た Egは OR スペクトルから見積もった Egと良く一致し、PLE スペクトルをシグモイド関

数でフィッティングして見積もった Egは SE,ORから見積もった値より小さくなった（図 2中赤矢印）。これは

GaN基板上の試料で見られた傾向と同様であり、PLEでは局在状態が強く影響するためと考えられる 6)。 

 
図 1  Al0.845In0.155N における (a)SE フィッティング結果、(b)屈折率・消衰係数.    図 2 OR スペクトルおよび SE・PLE の Eg. 
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